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【緒言】InNは多結晶でも 300 cm2V−1s−1を超える高い電子移動度を示すため、次世代薄膜トラン

ジスタ(TFT)材料として注目を集めている。我々はこれまで、ガラスやポリイミドフィルム上に多

結晶 InN-TFT を試作し、正常に動作することを示してきた[1][2]。この多結晶 InN-TFT の高性能化

のためには、界面や粒界でのキャリア散乱現象を低減させるなど、薄膜品質の向上が不可欠であ

る。前回までに、ガラス基板上では、スパッタ成長させた AlN バッファー層を用いることで、多

結晶 InN薄膜の電子濃度を低減できることを報告している[3]。しかし、AlNと InN の格子不整は

12%であり、InN/AlN界面ではミスフィットに起因する結晶欠陥の導入が懸念される。そこで本研

究では、組成を傾斜して作製した InAlN をバッファー層として挿入することで、InN/AlN 界面の

格子不整を緩和させることを目的とした。 

【実験方法】合成石英ガラス基板上に InN 薄膜および InAlN、AlN バッファー層をスパッタリン

グ法で成長した。結晶性、表面形状、電気特性の評価を行い、InAlN バッファー層の挿入によっ

て InN 薄膜に生じる特性変化を調べた。 

【結果と考察】合成石英ガラス基板上にバッファー層なしで成長した InN 薄膜と In0.6Al0.4N/AlN

バッファー層上に成長した InN 薄膜の XRD パターンを Fig.1に示す。直接成長させた InNは配向

性の乏しい多結晶薄膜であるが、In0.6Al0.4N/AlNバッファー層を挿入することで InNは c軸配向し

た。表面 SEM 像からも In0.6Al0.4N バッファー層上の InN が c 軸配向している様子が確認された。

当日は InAlNバッファー層の組成や膜厚が InN薄膜に及ぼす影響についても議論する予定である。 
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Fig.1 XRD patterns of InN grown on glass substrates 

with and without InAlN/AlN buffer layers. 
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Fig.2 SEM image of InN on glass substrates 

with InAlN/AlN buffer layers. 
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